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Competitivita PV passa attraverso corsa verso la grid parity.
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Eterogiunzione ossido silicio amorfo/ silicio cristallino
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Perché I'eterogiunzione silicio amorfo / silicio cristallino ?

Eterogiunzioni in silicio amorfo/c-Si come via per riduzione dei costi:
* Basso contenuto energetico per produzione: T di processo < 300°C

» Alta efficienza : HIT Panasonic 25.6% su 143.7 cmZ2. Record mondiale in Si.
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Confronto celle record diversa tecnologia



Eterogiunzione ossido silicio amorfo/ silicio cristallino

» Proponiamo nuovo emettitore (n)
a base di ossido di silicio amorfo
a-SiOx: piu trasparente alle basse A R

» Assorbitore in siliciop : SRS
rappresenta il 90% del mercato in 1aSiH




Eterogiunzione ossido silicio amorfo/ silicio cristallino
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Tutta la struttura (n)SiOx /(i)a-Si:H/c-Si (p)/(i)a-Si:H/(p)a-Si:H in PECVD a T < 200°C
No trattamenti ad alte temperature per formazione giunzioni.



Proprieta elettro - ottiche n- SiOx
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Architettura cella etregiunzione n-SiOx/ c-Si

TCO 80nm Screen printed Ag

N-SiOx 10nrr\\ . '

a-Si:H buffer 5 nm

p*a-Si:H20 nm Al 2 um

Contatto via laser
Nd-YAG 1064 nm
TEM 00 Q-Switched
320 mW 100 ms 1KHz



Confronto emettitori a-Si:H vs a-SiOx
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AJsc = 0.68 mA/cm?
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Problematiche legate all'ossido conduttivo trasparente TCO
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Simulazioni effetto su J-V al variare di ¢ del TCO su
TCO/(n)SiOx /(i)a-Si:H/c-Si (p)
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Current density (mAicm’)

Dove siamo.
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Voltage (V)
Curva J-V sperimentale.
La resistenza serie del TCO e la non
idealita del contatto laser posteriore e la
non ottimale testurizzazione inficiano
Jsc, passivazione superficiale e Voc.

Current Density (mAlcm®)

Dove arrivare.

-ﬂ.l:l' - T T T | — ey T T
agl| Vv, =Tl my \
" &7 rmsdem
*OF ee =77 om
g || EM = 2368
|
20 1
i ||I
i5+ ||
10 F H
St |
LALTCONN@=-510 HA| -3 H p=cSe(i)a=-5iH/Al |l

S0 B DE 02 DE 55 08 OF 08
Voltage (V)

Curva J-V da simulazione DIFFIN
Assunzioni: Alta conduttivita del TCO e
riduzione della densita dei difetti
interfaccia a-Si:H/c-Si.
Valori elettro-ottici n SiOx ( Eg, Ea, n, k....)
da dati sperimentali
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Sviluppi ed obiettivi : celle ad oltre il 20% per prodotti top sul mercato

Implied Voc
100.00
> Raw Steady State Data ce"a Eff FF Jsc Voc
10.00 15.4 73.0 32.8 644 4 1.4 1400
75 355 29.6 714 4 38 1400
B 119 57.7 31.0 666 4 9.7 4900
3 100 13.2 728 29.3 621 4 1.8 8300
'g 0.4000 0.4500 0.5000 0.5500 0.6D000 0.6500 0.7000 00 0.8000 0.8500 152 78.5 315 615 4 11 13000
E ,,,:,,,,,,,[, i 13.7 75.7 29.6 610 4 2.1 4200
010 |— 11.8  65.2 30.2 599 4 4.5 1700
9.4 53.0 28.9 613 4 8.9 13000
. 15.7 62.5 36.6 687 4
Implied Open-Circuit Voltage (V)
Imlied Voc 750mV misurata su struttura in Tabella J-V celle piu significative

fugura

e Ottimizzazioni TCO e griglia frontale per minimizzare Rs

e Ottimizzazione del processo di testurizzazione per massimizzare Jsc

e Ottimizzazione del processo di pulizia chimica della superficie testurizzata per migliorare
effetto passivazione e Voc



